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【57】申請專利範圍
1.　一種光電二極體結構，包括：
一第一電極；

一半導體結構，位於該第一電極上；

一第一抗反射層，位於該半導體結構上；

一第二抗反射層，位於該第一抗反射層上；

一第二電極，位於該第二抗反射層上並貫穿該第一抗反射層及該第二抗反射層以電性連

接該半導體結構；以及

一阻隔結構，設置於該第一抗反射層及該第二電極之間，以防止該第一抗反射層直接接

觸該第二電極。

2.　如請求項 1所述之光電二極體結構，其中該第一抗反射層形成一第一鏤空部以使該半導
體結構之一部分外露，且該阻隔結構位於該第一鏤空部內。

3.　如請求項 2所述之光電二極體結構，其中該第二抗反射層形成一第二鏤空部，且該第二
鏤空部之位置對應該第一鏤空部之位置。

4.　如請求項 3所述之光電二極體結構，其中該阻隔結構形成一穿孔部以使該半導體結構之
一部分外露，且該穿孔部之徑向長度不大於該第二鏤空部之徑向長度。

5.　如請求項 1所述之光電二極體結構，其中該阻隔結構與該第二抗反射層係以相同材料製
成。

6.　如請求項 5所述之光電二極體結構，其中該阻隔結構連接該第二抗反射層。
7.　如請求項 1所述之光電二極體結構，其中該第一抗反射層係以氮化矽所製成。
8.　如請求項 1所述之光電二極體結構，其中該第一抗反射層之厚度介於 10nm至 50nm之
間。

9.　如請求項 1所述之光電二極體結構，其中該第二抗反射層係以五氧化二鈮及二氧化矽所
製成。
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10.   如請求項 1所述之光電二極體結構，其中該第二抗反射層之厚度介於 100nm至 150nm之
間。

圖式簡單說明

圖 1為習知光電二極體結構之整體示意圖。
圖 2為習知光電二極體結構之射頻干擾測試結果圖。
圖 3為本發明之光電二極體結構之整體示意圖。
圖 4A為本發明之光電二極體結構於形成第二電極前之局部示意圖。
圖 4B為本發明之光電二極體結構於形成第二電極後之局部示意圖。
圖 5為本發明之光電二極體結構之射頻干擾測試結果圖。
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